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본  막 트랜지    에 한 것 다. 본  막 트랜지 는  상에 는

게 트 극, 상  게 트 극과 어도 가 첩 는 역에 치 는 산 물 도체 , 상  게 트 

극과 상  산 물 도체  사 에 개재 는 게 트 연막, 상  산 물 도체  상에 어도 가 

치 는  극, 상   극과 격 고, 어도 가 상   극과 마주하여 상  산 물 도체

 상에 치 는 드  극  포함하고, 상  게 트 연막  상  게 트 극과 첩하는 역  께가

나 지 역  께보다 얇   다.

  도 - 도1
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청

청 항 1 

 상에 는 게 트 극;

상  게 트 극과 어도 가 첩 는 역에 치 는 산 물 도체 ;

상  게 트 극과 상  산 물 도체  사 에 개재 는 게 트 연막;

상  산 물 도체  상에 어도 가 치 는  극;

상   극과 격 고, 어도 가 상   극과 마주하여 상  산 물 도체  상에 치 는

드  극  포함하고,

상  게 트 연막  상  게 트 극과 첩하는 역  께가 나 지 역  께보다 얇  막 트랜지

.

청 항 2 

1항에 어 ,

상  게 트 연막  실리  산 물 단 층  루어지는 막 트랜지 .

청 항 3 

1항에 어 ,

상  게 트 연막  실리  산 물  실리  질 물  합물  루어지는 막 트랜지 .

청 항 4 

1항에 어 ,

상  게 트 연막  실리  질 물층  실리  산 물층  포함하고, 상  실리  산 물층  상  게 트

극과 첩하는 역  께가 나 지 역  께보다 얇  막 트랜지 .

청 항 5 

4항에 어 ,

상  실리  질 물층  상  게 트 극과 하게 치 고, 상  실리  산 물층  상  산 물 도체층

과 하게 치 는 막 트랜지 .

청 항 6 

4항에 어 ,

상  나 지 역에 , 실리  산 물층  께는 상  실리  질 물층  께보다 꺼운 막 트랜지 .

청 항 7 

 상에 는 게 트 극;

상  게 트 극과 어도 가 첩 는 역에 치 는 산 물 도체 ;

상  게 트 극과 상  산 물 도체  사 에 개재 는 게 트 연막;

상  산 물 도체  상에 어도 가 치 는  극;

상   극과 격 고, 어도 가 상   극과 마주하여 상  산 물 도체  상에 치 는
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드  극  포함하고,

상  게 트 연막  상  게 트 극과 첩하는 역과 나 지 역  주     상 한 막

트랜지 .

청 항 8 

7항에 어 ,

상  게 트 연막  상  나 지 역  실리  산 물  주    포함하는 막 트랜지 .

청 항 9 

8항에 어 ,

상  게 트 연막  상  나 지 역  실리  산 물 단 층  루어진 막 트랜지 .

청 항 10 

8항에 어 ,

상  게 트 연막  상  나 지 역  실리  질 물층  실리  산 물층  포함하고, 상  실리  산

물층  께가 상  실리  질 물층  께보다 꺼운 막 트랜지 .

청 항 11 

7항에 어 ,

상  게 트 연막  상  게 트 극과 첩하는 역  실리  질 물  주    포함하는 막

트랜지 .

청 항 12 

11항에 어 ,

상  게 트 연막  상  게 트 극과 첩하는 역  실리  질 물층  실리  산 물층  포함하고,

상  실리  산 물층  께가 상  실리  질 물층  께보다 얇  막 트랜지 .

청 항 13 

12항에 어 ,

상  실리  질 물층  상  게 트 극과 하게 치 고, 상  실리  산 물층  상  산 물 도체층

과 하게 치 는 막 트랜지 .

청 항 14 

 상에 게 트 극  하는 단계;

상    게 트 극 상에 게 트 연막  하는 단계;

상  게 트 연막  상  게 트 극과 첩하는 역  식각하는 단계;

상  게 트 연막 상에 산 물 도체  하는 단계;

상  산 물 도체 상에  극  드  극  하는 단계;

상   극, 드  극, 산 물 도체   게 트 연막 상에 지막  하는 단계  포함하는

막 트랜지  .

청 항 15 

14항에 어 ,

상  게 트 연막  하는 단계는 실리  산 물 단 층, 또는 실리  산 물  실리  질 물  합물
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층  하는 막 트랜지  .

청 항 16 

14항에 어 ,

상  게 트 연막  하는 단계는 실리  질 물층  하는 단계,  상  실리  질 물층 상에 실리

 산 물층  하는 단계  포함하는 막 트랜지  .

청 항 17 

16항에 어 ,

상  실리  산 물층  께는 상  실리  질 물층  께보다 꺼운 막 트랜지  .

청 항 18 

17항에 어 ,

상  식각하는 단계는 상  실리  산 물층  어도  식각하는 막 트랜지  .

청 항 19 

 상에 게 트 극  하는 단계;

어도 상  게 트 극 상에 실리  질 물층  하는 단계;

상  , 게 트 극  실리  질 물층 상에 실리  산 물층  하는 단계;

상  실리  산 물층  상  게 트 극과 첩하는 역  식각하는 단계;

상  게 트 연막 상에 산 물 도체  하는 단계;

상  산 물 도체 상에  극  드  극  하는 단계;

상   극, 드  극, 산 물 도체   게 트 연막 상에 지막  하는 단계  포함하는

막 트랜지  .

청 항 20 

18항에 어 ,

상  식각하는 단계는 상  실리  산 물층  어도  식각하는 막 트랜지  .

 

   야

본  막 트랜지 ,      한 플  치에 한 것 다.[0001]

 경  

 막 트랜지 (thin  film  transistor,  TFT)는 액  시 치나   시 치(organic[0002]

light emitting display) 등  평  시 치에  각  독립  동하  한 칭  사

다.  막 트랜지  포함하는 막 트랜지  시  막 트랜지  에 연결 어 는  극

에도, 막 트랜지 에 게 트 신  달하는 게 트 과  신  달하는  등  포함한

다.

막 트랜지 는 게 트 에 연결 어 는 게 트 극과 에 연결 어 는  극과  극[0003]

에 연결 어 는 드  극   극과 드  극 사  게 트 극 에 치하는 도체층 등

루어지 , 게 트  게 트 신 에 라   신   극에 달한다.

,  막  트랜지  도체층  다결  규 (polycrystalline   silicon,  polysilicon),  비 질  규[0004]

(amorphous silicon) 또는 산 물 도체  루어진다.
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막 트랜지    드 니 극  게 트 연막  사 에 고  역에  게 트 극과 첩[0005]

어 생 커 시  하거나, 게 트 극  리  생 커 시  하여, 에  게 트

라  드가 커  그에  고  동  어 게 다.

 내

해결하 는 과

본  해결하고  하는 과 는, 생 커 시  감 시  비  감   고  동  가능한 막 트[0006]

랜지   그  공하는 것 다.

본  과 들  상에  언 한  과  한 지 않 , 언 지 않  또 다   과 들[0007]

아래  재  당업 에게 하게 해    것 다.

과  해결 단

상  과  해결하  한 본   실시 에  막 트랜지 는  상에 는 게 트 극,[0008]

상  게 트 극과 어도 가 첩 는 역에 치 는 산 물 도체 , 상  게 트 극과 상  산

물 도체  사 에 개재 는 게 트 연막, 상  산 물 도체  상에 어도 가 치 는 

극, 상   극과 격 고, 어도 가 상   극과 마주하여 상  산 물 도체  상에 

치 는 드  극  포함하고, 상  게 트 연막  상  게 트 극과 첩하는 역  께가 나 지 

역  께보다 얇   다.

상  과  해결하  한 본  다  실시 에  막 트랜지 는  상에 는 게 트 극,[0009]

상  게 트 극과 어도 가 첩 는 역에 치 는 산 물 도체 , 상  게 트 극과 상  산

물 도체  사 에 개재 는 게 트 연막, 상  산 물 도체  상에 어도 가 치 는 

극, 상   극과 격 고, 어도 가 상   극과 마주하여 상  산 물 도체  상에 

치 는 드  극  포함하고, 상  게 트 연막  상  게 트 극과 첩하는 역과 나 지 역  주

    상 할  다.

상  과  해결하  한 본   실시 에  막 트랜지    상에 게 트 극[0010]

 하는 단계, 상    게 트 극 상에 게 트 연막  하는 단계, 상  게 트 연막  상

게 트 극과 첩하는 역  식각하는 단계, 상  게 트 연막 상에 산 물 도체  하는 단계,

상  산 물 도체 상에  극  드  극  하는 단계, 상   극, 드  극, 산 물 

도체   게 트 연막 상에 지막  하는 단계  포함할  다.

상  과  해결하  한 본  다  실시 에  막 트랜지    상에 게 트 [0011]

극  하는 단계, 어도 상  게 트 극 상에 실리  질 물층  하는 단계, 상  , 게 트 극

 실리  질 물층 상에 실리  산 물층  하는 단계, 상  실리  산 물층  상  게 트 극과 첩

하는 역  식각하는 단계, 상  게 트 연막 상에 산 물 도체  하는 단계, 상  산 물 도

체 상에  극  드  극  하는 단계, 상   극, 드  극, 산 물 도체   게

트 연막 상에 지막  하는 단계  포함할  다.

타 실시 들  체  사항들  상 한   도 들에 포함 어 다.[0012]

 과

본  실시 들에 하  어도 다 과 같  과가 다.[0013]

생 커 시  감 시  비  감 시킬  고, 막 트랜지  채   하  감 시  [0014]

과 능 차  상쇄시킬  다.

또한, 생 커 시  감 시킴 , 고  동  가능한 막 트랜지  공할  다.[0015]

본 에  과는 상에  시  내 에 해 한 지 않 , 욱 다양한 과들  본  내에[0016]

포함 어 다.

도  간단한 
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도 1  본   실시 에  막 트랜지  개략  단  도시한 단 도 다.[0017]

도 2는 도 1에   극  드  극  한 도 다.

도 3  본  다  실시 에  막 트랜지  개략  단  도시한 단 도 다.

도 4는 본  또 다  실시 에  막 트랜지  개략  단  도시한 단 도 다.

도 5 내지 도 19는 본   실시 에  막 트랜지   하  한 각 단계별 개략

 단 도 다.

도 20 내지 도 22는 본  다  실시 에  막 트랜지   하  한 게 트 연막

 단계별 개략  단 도 다.

도 23 내지 도 26  본  또 다  실시 에  막 트랜지   하  한 게 트 

연막  단계별 개략  단 도 다.

 실시하  한 체  내

본    특징, 그리고 그것들  달 하는  첨 는 도 과 함께 상 하게 후 어 는 실시[0018]

들  참 하  해질 것 다. 그러나 본  하에  개시 는 실시 들에 한 는 것  아니라 

다  다양한 태   것 , 단지 본 실시 들  본  개시가 하도  하 , 본  하는

야에  통상  지식  가진 에게  주  하게 알 주  해 공 는 것 , 본 

청 항  주에 해  뿐 다.  체에 걸쳐 동  참  는 동    지칭한다. 도

에  층  역들  크   상  크 는  료  해 과  것   다.

(elements) 또는 층  다   또는 층  " (on)" 또는 "상(on)"  지칭 는 것  다   또는 층[0019]

   뿐만 아니라 간에 다  층 또는 다   개재한 경우   포함한다. , 가 "직

(directly on)" 또는 "  "  지칭 는 것  간에 다   또는 층  개재하지 않  것  나타낸다.

공간  상  어  "아래(below)", "아래(beneath)", "하 (lower)", " (above)", "상 (upper)" 등[0020]

 도 에 도시 어 는  같  하나   또는  들과 다   또는  들과  상 계

 하게 하  해 사   다. 공간  상  어는 도 에 도시 어 는 향에 하여

사 시 또는 동 시   다  향  포함하는 어  해 어야 한다. 

비  1, 2 등  다양한 들  하  해  사 나, 들 들  들 어에 해 한[0021]

지 않  물 다. 들 어들  단지 하나   다   별하  하여 사 하는 것

다. 라 , 하에  언 는 1 는 본   사상 내에  2  도  물

다.

하, 도  참 하여 본  실시 들에 하여 한다.[0022]

도 1  본   실시 에  막 트랜지  개략  단  도시한 단 도 다.[0023]

도 1  참 하 , 본   실시 에  막 트랜지 는 (10), 게 트 극(51), 게 트 연막[0024]

(20), 산 물 도체 (ACT),  극(52), 드  극(53), 지막(30)  포함할  다.

(10)  상  상  가질  , (10) 상에 는 타 물들  지지할  다. (10)[0025]

연  물질    다.   들어,  (10)  리,  PET(polyethyeleneterepthalate),

PC(polycarbonate),  PES(polyethersulfone),  PI(polyimide)  또는 PMMA(polymethylmetharcylate)  등  

  , 드시 에 한 는 것  아니다. 시  실시 에 , (10)  가  갖는 물질  

  다.

게 트 극(51)  (10) 상에   다. 시  실시 에 , (10)과 게 트 극(51) 사 에[0026]

층(도시하지 않 )  가    다. 층   원  침  지하  (10)  상

평탄 할  다. 층   같  능  행할  는 다양한 물질    다.  들어, 

층  실리  질 물막, 실리  산 물막  실리  산질 물막  어느 하나가 사   지만, 들만

 한 는 것  아니다.

게 트 연막(20)  (10)  게 트 극(51) 상에   다. 게 트 연막  후 할 산 물 도[0027]
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체 (ACT)과 게 트 극(51)  상  연시킬  고, 게 트 극(51)  도    다.

산 물  도체  (ACT)  갈  산 물(Gallium  Oxide),  듐  산 물(Indium  Oxide),  주  산 물(Tin[0028]

Oxide), 아연 산 물(Zinc Oxide) 등  단  산 물 나, 갈 - 듐-아연 산 물(Gallium-Indium-Zinc Oxide:

GIZO), 듐-갈 -주  산 물(Indium-Gallium-Tin Oxide: IGTO), 듐-아연 산 물(Indium-Zinc Oxide: IZO),

아연-알루미늄 산 물(Zinc-Aluminium Oxide) 등  다원계  산 물  포함할  다.

 극(52)  산 물 도체 (ACT) 상에 어도 가 치 고, 드  극(53)   극(52)과[0029]

격 고, 어도 가  극(52)과 마주하여 산 물 도체 (ACT) 상에 치   다.

산 물 도체 (ACT)  게 트 극(51)과 어도 가 첩하는 채  역(CR), 채  역(CR)  양측에[0030]

치 어  극(52)  드  극(53)과 각각 하는  역(SR)  드  역(DR)  포함할 

다.

지막(30)   극(52), 드  극(53), 산 물 도체 (ACT)  게 트 연막(20) 상에  [0031]

다. 지막(30)  실리  질 물 또는 실리  산 물 등    지만, 들만  한 는 것  아

니다.

플  치에 사  하여, 본   실시 에  막 트랜지  상 에 평탄 층(40) [0032]

 극(60)  가  포함할  다.

평탄 층(40)  지막(30) 상 에 치   다. 평탄 층(40)  상  단차가 없  평탄한  [0033]

  다.  평탄 층(40)  연  물질    다.   들어,  평탄 층(40)  아크릴계  지

(polyacrylates resin), 에폭시 지(epoxy resin),  지(phenolicresin), 폴리아미드계 지(polyamides

resin), 폴리 미드계 지(polyimides rein), 포  폴리에 계 지(unsaturated polyesters resin), 폴

리 닐 계 지(poly phenylenethers resin), 폴리 닐 드계 지(poly phenylenesulfides resin), 

사 클 (benzocyclobutene, BCB)  하나 상  물질    , 에 한 는 것  아니

다.

 극(60)  평탄 층(40)  상에  치   다.  지막(30)   평탄 층(40)에는  컨택   [0034]

다. 컨택  드  극(53)  상  시킬  고,  통하여  극(60)과 드  극(53)

 연결   다.

게 트 연막(20)  게 트 극(51)과 첩하는 역  께가 나 지 역  께보다 얇   고,  ,[0035]

게 트 연막(20)  실리  산 물, 또는 실리  산 물  실리  질 물  합물   다.

래에는 실리  산 물  사 하는 경우, 공  시간  상  가하여, 실리  질 물  주  사 하고,[0036]

산 물 도체 (ACT)에 하는  실리  산 물  하 다. 하지만, 실리  질 물  실리  산 물

비  상  아  채  역에  보가 하다는  지만, 생 커 시 도 상

 가하여  비 가  고  동에 리하 다.

게 트 연막(20)   도 1과 같  하는 경우, 실리  산 물  사 하여 생 커 시  감 시[0037]

키 , 채  역에   보  동 한  지할  어 상  같  문  해결할  다.

커 시 (C)는 하  식 1    다.[0038]

식 1[0039]

상  식에 , ε는 , t는 께, A는 다.[0040]

, 커 시 (C)는   에 비 하고, 께에 비 하게 다. 라 , 생 커 시 가 생하[0041]

는   감 시키고, 채  역에  커 시  가시키는 것  필 하다.

 하여, 상   낮  물질  게 트 연막(20)  주  사 하고, 신 게 트 극(51)과[0042]

첩하는 역  게 트 연막(20)  께  감 시킬  다.
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시  실시 에 , 게 트 연막(20)  실리  산 물 단 층  루어질  다. 다  시  실시[0043]

에 , 게 트 연막(20)  실리  산 물  실리  질 물  합물  루어질  다.  경우에도 실리

산 물  함량  게 하여, 체  게 트 연막(20)   상  낮게 할  다.

도 2는 도 1에   극  드  극  한 도 다.[0044]

도 2  참 하 ,  극(52)  드  극(53)  다층  루어질  다. [0045]

시  실시 에 ,  극(52)  드  극(53)  3층  루어지는 것  도 2  통해 하지[0046]

만, 것  한 는 것  아니고, 2층  또는 4층 상  도 루어질   물 다.

 극(52)  드  극(53)  1 리어층(521, 531),  층(522, 532)  2 리어층(523,[0047]

533)  루어질  다. 1 리어층(521, 531)  산 물 도체 (ACT)과  층(522, 532)  직

 하여  층(522, 532)  산 는 것  지하는 역할  할  다. 2 리어층(523, 533)

지막(30)과  층(522, 532)  직  하여  층(522, 532)  산 는 것  지하는 역할

할  다.

경우에 라 는, 1 리어층(521, 531)  2 리어층(523, 533)  하나  생략할 도 다.[0048]

1 리어층(521, 531)  2 리어층(523, 533)  상  한 역할  할  는 것  특별  한 지[0049]

않지만,  들어, 산    다.

도 3  본  다  실시 에  막 트랜지  개략  단  도시한 단 도 다.[0050]

도 3  참 하 , 게 트 연막(20)  실리  질 물층(21)  실리  산 물층(22)   층  루어  [0051]

다. (10)  게 트 극(51)에 하여 실리  질 물층(21)  치 고, 산 물 도체 (ACT)에 

하여 실리  산 물층(22)  치 다.

실리  산 물층(22)  게 트 극(51)과 첩하는 역  께가 나 지 역  께보다 얇   다. 게[0052]

트 극(51)과 첩하지 않는 역에 , 실리  산 물층(22)  께가 실리  질 물층(21)  께보다 상

 꺼울  다.  경우, 상  도 1에  한  같 ,  상  감 시킬  어, 생

커 시  낮 고 비    다. 또한, 게 트 극(51)과 첩한 역  실리  산 물층(22)

께  , 채  역에  커 시  생 커 시  비 상  게 함 , 채

역   보에 하도  한다.

게 트 연막(20)   한 나 지  앞  한 도 1에  동 하므 , 복 는  생략[0053]

하도  한다.

도 4는 본  또 다  실시 에  막 트랜지  개략  단  도시한 단 도 다.[0054]

도 4  참 하 , 게 트 연막(20)  게 트 극(51)과 첩하는 역과 나 지 역  주    [0055]

 상 하게   다.

게 트 연막(20)  게 트 극(51)과 첩하는 역  실리  질 물층(21)  실리  산 물층(22)  [0056]

층  루어지고, 그  역  실리  산 물층(22)  루어질  다.

채  는 역  게 트 극(51)과 첩하는 역  상    실리  질 물층(21)[0057]

주   하고, 실리  산 물층(22)  산 물 도체 (ACT)과 하는 에 얇게 할

 다.  달리, 게 트 극(51)과 첩하지 않는 역  상   낮  실리  산 물층(22)

 주   할  다.

도 4에 는 게 트 극(51)과 첩하지 않는 역  실리  산 물층(22) 단 층  것  도시 어 나,[0058]

경우에 라 는 실리  질 물층(21)과 실리  산 물층(22)  층  도 다.

러한 에 도 게 트 극(51)과 첩하는 역과 나 지 역   다 게 하여 동 한  가[0059]

지 라도 역별   달라 커 시 가 상 할  다.

게 트 연막(20)   한 나 지  앞  한 도 1에  동 하므 , 복 는  생략[0060]

하도  한다.

도 5 내지 도 19는 본   실시 에  막 트랜지   하  한 각 단계별 개략[0061]
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 단 도 다.

체 , 도 5  도 6  게 트 극(51)  하는 단계  하  한 개략  단 도들 다.[0062]

도 5  도 6  참 하 , (10) 상에 게 트 극  층(510)  하고,  닝하여 게 트 극[0063]

(51)  할  다. 게 트 극  층(510)  하는 ,  들어, 착  통하여 할 

고, 착  특별  한 지 않는다. 닝하는  비 한  는, 포  지 트 후 식각하

는 것  들  지만, 것만  한 는 것  아니다. 경우에 라 는, 미  마 크 등  하여 직

게 트 극(51)  착하는 것도 고 할  다.

도 7  도 8  게 트 연막(20)  하는 단계  하  한 개략  단 도들 다.[0064]

도 7  도 8  참 하 , (10)  게 트 극(51) 상에 게 트 연막(20)  하고, 게 트 극(51)[0065]

과 첩하는 역  게 트 연막(20)  식각할  다.

도 9 내지 도 14는 산 물 도체 (ACT),  극(52)  드  극(53)  하는 단계  하[0066]

한 개략  단 도들 다.

도 9 내지 도 14  참 하 , 게 트 연막(20) 상에 산 물 도체층(ACT'), 1 리어층(501),  층[0067]

(502)  2 리어층(503)  차  층하고, 1차 식각하여 산 물 도체 (ACT)  한 후, 2차

식각하여  극(52)  드  극(53)  할  다.

도 15 내지 도 19는 지막(30), 평탄층(40)   극(60)  하는 단계  하  한 개략  단[0068]

도들 다.

도 15 내지 도 19  참 하 ,  극(52), 드  극(53), 산 물 도체 (ACT)  게 트 연막[0069]

(20) 상에 지막(30)  하고, 지막(30) 상에 평탄층(40)  한다. 그 후, 드  극(53)과 첩하

는 역  식각하여 컨택  하고,  극(60)  한 후,  극(60)  식각하여 닝할  

다.

지막(30), 평탄층(40)   극(60)  하는 단계는 착   어느 하나  사 할  지만, 특별[0070]

한 는 것  아니다. 닝하는 것  포  지 트  한 포  마 크  사 할  지만, 것  한

는 것  아니다.

도 20 내지 도 22는 본  다  실시 에  막 트랜지   하  한 게 트 연막[0071]

 단계별 개략  단 도 다.

체 , 도 20 내지 도 22는 게 트 연막(20)  하는 단계  하  한 개략  단 도들 다.[0072]

도 20 내지 도 22  참 하 , (10)  게 트 극(51) 상에 실리  질 물층(21)  하고, 실리  질[0073]

물층(21) 상에 실리  산 물층(22)  한 후, 게 트 극(51)과 첩하는 역  실리  산 물층(22)

식각할  다.

도 20 내지 도 22에 는 나타내지 않았지만, 시  실시 에 , 게 트 극(51)과 첩하는 역  실리[0074]

산 물층(22)  실리  질 물층(21)   식각할 도 다.

게 트 연막(20)  하는 단계  한 나 지 단계들  앞  한 도 5 내지 도 6,  도 9 내지 도[0075]

19에  동 하므 , 복 는  생략하도  한다.

도 23 내지 도 26  본  또 다  실시 에  막 트랜지   하  한 게 트 [0076]

연막  단계별 개략  단 도 다.

체 , 도 23 내지 도 26  게 트 연막(20)  하는 단계  하  한 개략  단 도들 다.[0077]

들 도 들  참 하 , (10)  게 트 극(51) 상에 실리  질 물층(21)  하고, 실리  질 물층[0078]

(21)  게 트 극(51)과 첩하는 역  남도  닝한 후, 실리  산 물층(22)  하고, 게 트 극

(51)과 첩하는 역  실리  산 물층(22)  식각할  다.

들 도 들에 는 나타내지 않았지만, 시  실시 에 , 게 트 극(51)과 첩하지 않는 역  실리[0079]

질 물층(21)  만 식각 고 남아   다.  경우, 게 트 연막(20) 체  층  

지만, 게 트 극(51)과 첩하는 역과 그  역  주 층  가  상 하게 다.
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게 트 연막(20)  하는 단계  한 나 지 단계들  앞  한 도 5 내지 도 6,  도 9 내지 도[0080]

19에  동 하므 , 복 는  생략하도  한다.

상 첨  도  참 하여 본  실시 들  하 나, 본  상  실시 들에 한 는 것[0081]

아니라  다  다양한 태    , 본  하는 야에  통상  지식  가진 는

본   사상 나 필  특징  변경하지 않고  다  체  태  실시   다는 것  

해할   것 다. 그러므  상에  한 실시 들  든 에  시  것  한  아닌 것

 해해야만 한다.

 

10: [0082]

20: 게 트 연막

21: 실리  질 물층

22: 실리  산 물층

30: 지막

40: 평탄 층

51: 게 트 극

52:  극

53: 드  극

60:  극

ACT: 산 물 도체 

ACT': 산 물 도체층

CR: 채  역

DR: 드  역

SR:  역

501, 521, 531: 1 리어층

502, 522, 32:  층

503, 523, 533: 2 리어층
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